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 金属電極から有機半導体デバイスへのキャリア注入過程は多くの研究者の興味を引いてきたが、

適切と思われる測定方法が数少なかった。その中で、東京工業大学グループの Time Resolved 

Electric Field Induced Second Harmonic Generation (TR-EFISHG)
[1]は、キャリア注入を可視化できる

大変優れた手法で、これまで有機薄膜トランジスタや有機 LEDなど数多くの有機デバイスの動作

を時間領域で明らかにしてきた。ただし、注入されたキャリアの分布を光学顕微鏡で観測する手

法であるため、空間分解能は光学的な分解能に制限されていた。また、薄膜デバイスのキャリア

注入を薄膜の上方から観測する手法ということで、膜厚方向にキャリアが注入されていく過程を

観測することは困難だった。今回我々は、コンタクト電極から有機半導体に、膜厚方向へとキャ

リアが注入されていく過程を明らかにするために、タイムドメインリフレクトメトリを導入した。

タイムドメインリフレクトメトリは従来、ケーブルやプリント基板、LSIパッケージなどの不具

合解析などに用いられてきた。我々はこの手法を有機薄膜デバイス動作の時間分解解析に用いる

ための検討を行ってきた。 

 波高値とパルス幅を決めた矩形波パルスを試料に入射し、その反射波かもしくは透過波の波形

を観測することによって、その瞬間のデバイスのインピーダンスを抽出することができる。従っ

て等価回路が既知の場合には回路パラメータを求めることができる。有機半導体 MIS キャパシタ

構造の C-V 特性において、図 1に示す点 Aはキャリアが注入される前で、点 Bはキャリア注入後

の Cinsに相当する。金属電極から有機半導体へのキャリア注入によって空乏層幅が減少するに伴

い、等価回路の C1が減少、R1が増加し、C2が増加する。このように A から B に至るインピーダ

ンス変化を 10ナノ秒の時間分解能で追跡することによって、キャリア注入過程を解明する。本学

術講演会のポスターセッションでも踏み込ん

だ議論をする予定である。 
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図 1. 有機 MISキャパシタの C-V特性概念図と等価回路 
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